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緒言 

長期屋外曝露された結晶シリコン太陽電池

（c-Si PV）モジュールは、周囲からの湿熱ス

トレスで産生された酢酸により、経年劣化する

ことが知られている。我々は、本劣化現象を模

擬・加速する試験方法として、c-Si PVセルを

高温高湿環境下で酢酸蒸気に曝露する手法を

提案している。今回、本加速試験において発現

する新たなインピーダンス成分に対するバイ

アス電圧の影響を解析することにより、c-Si 

PVセルの電極腐食機構を検討した。 

 

方法 

c-Si PV セルの酢酸蒸気曝露において、新た

なインピーダンス成分（R3・C3）が発現し（Fig. 

1）、発電特性の変化にともない変化することを

報告してきている。発電特性（Isc・FF）の変化

が分離可能な温度において（Fig. 2）、このイン

ピーダンス成分に対するバイアス電圧の影響

を測定し、c-Si PVセルの電極腐食過程を推定

した。 

 

結果と考察 

 75℃/80%相対湿度環境下で酢酸蒸気曝露を

行った c-Si PVセルの発電特性とインピーダン

ス特性は、Fig. 2に示すように、C3成分の発現

と低下という特徴的変化を示す（Phase I）。し

かし、Isc低下にともなう C3 成分の顕著な変動

は観測されない（Phase II）。各フェーズの変動

期・安定期における C3成分のバイアス電圧依

存性を検討したところ、Phase Iと Phase IIにお

ける差異を確認できた（Fig. 3）。 

 Phase I においては、変動期から安定期にか

けて大きな C3 レベルの低下が生じる（Fig. 3

においては C
-2値の増大）とともに、バイアス

電圧の影響を大きく受ける状態へ変化した。一

方、Phase IIにおいては、C3 レベルの変化は小

さく、バイアス電圧の影響も減少した（フラッ

ト化）。 

 これらから、Phase I発現期・変動期におい 

てはバイアス電圧の影響を受けない金属板コ

ンデンサ様のギャップ形成が起こり、Phase I 

安定期においては、これがショットキーバリア

接合様コンタクトに移行することが推定でき

た。また、Phase IIにおいては、このショット 

 

 

キーバリア接合様コンタクトが、（C
-2値のフラ

ット化から）金属板コンデンサ様のギャップに 

再び変化する様相が推定できた。 
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Fig. 1. Evolution of AC equivalent circuit by the 

formation of gap under front electrode on PV cell. 

Fig. 2. Phase transition during degradation in PV 

cells exposed to HAc vapor at 75˚C/80% rh. 

Fig. 3. Transition of C3 during degradation in PV 

cells exposed to HAc vapor at 75˚C/80% rh. 
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